
Fig. 1：(a) Temperature dependence of the resistance and (b) in-plane magnetic field dependence of the 

magnetization for a Nb(40 nm)/Co(25 nm)/PMN-PT(110) heterostructure with (red curves) and without 

(black curves) applied electric field. 
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超伝導転移温度の電圧制御は、電界効果キャリアドーピングや圧電性基板からの歪み伝達によ

って可能である。しかし金属超伝導体に関しては、電荷遮蔽長が短く、また歪みの電子格子作用

への影響も小さいため、転移温度の変調の報告が極めて少ない[1,2]。今回我々は強誘電体

Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-PbTiO3 (PMN-PT) と強磁性体 Co からなる界面マルチフェロイク構造を用いるこ

とで、電荷遮蔽長 (~1 nm) や超伝導コヒーレンス長 (~20 nm) よりも厚い Nb 薄膜 (40 nm) の超伝導

転移温度を電圧制御できることを見出したのでこれを報告する。 

マグネトロンスパッタによって室温で製膜した Nb(40 nm)/Co(25 nm)/PMN-PT(110)ヘテロ構造

への電圧印加によって、約 50 mK の Nb の超伝導転移温度の変化 [Fig. 1(a)] および Co の磁気異方

性の変化 [Fig. 1(b)] が観測された。Co を挟まない Nb(40 nm)/PMN-PT(110)の構造では電圧印加に

よる超伝導転移温度の変化が全く見られないことから、Co/PMN-PT マルチフェロイク界面での磁

気異方性および磁壁密度の変化が Nb 薄膜内の磁束密度の変化をもたらし、結果として超伝導転

移温度の変調につながったのではないかと我々は考えている。当日は、これらの実験結果の詳細

報告に加えて、超伝導転移温度変調のメカニズムを議論し、より大きな変調を実現するための方

法の提案を行う。 
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